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Kurzbeschreibung:

Das Institut fir Robuste Leistungshalbleitersysteme der
Universitat Stuttgart beschaftigt sich mit Forschung im
Bereich der Widebandgap Halbleiter (SiC & GaN) fir die
Leistungselektronik, sowie dem Einsatz von Verbin-
dungshalbleiter fir Terahertz-Kommunikation.

Dabei fokussieren wir unsere Forschung auf halbleiter-
nahen Thematiken und untersuchen neuartige Bauteil-
konzepte, Charakterisierungsmethoden, Modellierungs-
ansatze und Packaging- bzw. Integrationstechniken.
Dazu zahlt neben der monolithischen Integration auch
die funktionale Integration auf Package-Ebene mittels
intelligenter Sensorik. Au3erdem fiihren wir applikations-
nahe Charakterisierungen in unterschiedlichen Demons-
tratoren durch, untersuchen die Lebensdauer von SiC
Transistoren fir extrem lange Lebensdauern (> 80.000
h) und wenden maschinelles Lernen fir die Temperatur-
und Lebensdauermessung mittels temperatur-sensitiver,
elektrischer Parameter bei SiC an.

Bisherige Highlights und aktuelle Forschungsthemen
bzgl. Leistungselektronik:

Aktuell bearbeiten wir unterschiedliche Forschungsthe-
men im Bereich der WBG Halbleiter:

o Neuartige GaN-Bauelemente und deren Charak-
terisierung bzw. Anwendung (bi-direktional
bzw. laterales 1200 V GaN)

e SiC Zuverlassigkeitsuntersuchungen und Online-
Monitoring fiir Betriebsdauern tiber 80.000
Stunden

e 1200V SiC fiir 13,56 MHz RF-Matchingnetz-
werke

e Neuartige Substrat-, Embedding- und AVT-Tech-
nologien und deren Charakterisierung fir GaN

e Maschinelles Lernen fiir die Fehlererkennung
und Remaining-Useful Life Bestimmung mittels
TSEP Messungen fir SiC

Bisherige Highlights und weitere Informationen finden
Sie unter: https://www.ilh.uni-stuttgart.de/for-

schung/pe/
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GaN & SiC
Advanced Characterization

Dynamic Characterization

» Static and dynamic characterization
up to 3 kV and 1500 A

» Modular double pulse testing for
dynamic characterization

» Calorimetric switching loss evaluation

Thermal Charaterization
» Thermal impedance characterization
with multiple sensors
» Thermal simulation and optimization
» TSEP characterization

Temperature Sensitive
Electrical Parameters
» Design of suitable acquisition circuits for
SiC and GaN semiconductors
» Characterization of TSEP ACQ-boards
» Non-invasive, online temperature measu-
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Novel Power Cycling and Reliability
Measurements

» Online degradation monitoring

» Machine learning supported degradation

modelling and SoH estimation

» Static active power cycling (sAPC)

» Dynamic active power cycling (dAPC)

»H3TRB / HTGB

Advanced Measurement Circuits and
Techniques

» Ultra-fast on-state voltage measurement

» Bi-directional GaN HEMT evaluation circuits

» Trapping characterization circuits

» Sub-5 seconds calorimetric measurements

Application-oriented Characterization
of Power Semiconductor Systems

» Test bench for low-voltage motor inverters

(e.g. drones, RC-cars & actuators)

» Converter efficiency measurements and

thermal evaluation
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Geplante Forschungsthemen bzw. Aktivitaten:

Zukiinftig mochten wir die Strahlungsfestigkeit von GaN Transistoren flir New Space Anwendungen
charakterisieren und vorrangig modellieren, um die maximal notwendige Zuverlassigkeit fir alle Ar-
ten von Spannungswandlern schon im Design-Prozess bestimmen zu kénnen. AuRerdem suchen wir
nach Losungen fiir eine effiziente, sekundarseitige Gleichrichtung auf Basis von monolithischer GaN
Integration fur Multi-MHz DC/DC Wandler, welche wie eine (aktive) Diode funktioniert.

Dienstleistungsangebote fiir Unternehmen:

Von kleinen Messauftragen, wie Curve-Tracer-, Zth- und S-Parameter-Messungen, tUber Vorstudien
und Machbarkeitsanalysen bis hin zu maRgeschneiderten Forschungsprojekten bieten wir eine breite
Palette an Dienstleistungen an. In der Regel lassen sich die Anforderungen und Mdéglichkeiten am ef-
fizientesten in einem personlichen Gesprach klaren.

Webseite: www.ilh.uni-stuttgart.de
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